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グラフェンは、その優れた特性から配線材料や透明伝導膜などの様々なアプリケーションへの 

応用が期待されている。近年、グラフェンのデバイス応用へ向け、転写プロセスを必要としない

グラフェンの直接成長が注目されている。直接成長の方法として、プラズマを用いた CVD 法、高

温による CVD 法、また、析出法が挙げられる。しかしながら、金属触媒を用いる場合と比べ、結

晶性が悪いことが問題である。我々はすでに、W キャップ層を用いた析出法によるサファイア基

板上への多層グラフェンの直接成長に成功している[1]。今回は、グラフェンの高品質化のため、

触媒金属である Ni の結晶化熱処理およびサンプル加熱後の降温速度の影響を検討したので報告

する。 

 サファイア(0001)基板上に電子ビーム蒸着法により Ni (300nm)を蒸着し、結晶化熱処理を行った。

その後、アモルファスカーボン(a-C) (1nm)、W (20nm)を蒸着しサンプル構造を作製した。これら

のサンプルを真空中で温度 900℃で、30 分間アニールを行った後、自然冷却（Sample A）および、

降温速度 10℃/min（Sample B）での冷却処理を行った。その後、希王水（王水：純水＝5：1）を

用いて、W, Ni 層をエッチングし、サファイア基板上に直接的に多層グラフェンを得た。 

 図 1 のラマンスペクトルより、結晶化熱処理を行った Sample A は D ピークが大幅に減少してい

ることが分かる。また、冷却速度を 10℃/min とした Sample B は、さらに D ピークが小さくなっ

た。図 2 に D/G 比および、D/G 比より算出したグラフェンのグレインサイズを示す[2]。Ni の結晶

化熱処理による Ni 結晶のグレインサイズの拡大に伴って、グラフェンのグレインサイズも拡大し

たものと考える。また、降温速度を遅くすることで、Ni 中からの炭素の析出速度を遅くでき、よ

り大きなグレインのグラフェンの析出に成功した。 

 

 

  図 1. 各サンプルのラマンスペクトル   図 2. 各サンプルの D/G 比および、グラフェンのグレインサイズ 
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